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@ Stromspiegelschaltung.
@ Zur Kompensation des Einflusses der Transistorstrom-
verstdrkung auf das Verhiltnis zwischen Sekundér- und
Primédrstrom einer Stromspiegelschaltung wird der Basis-
bahnwiderstand des vom Priméarstrom (11) durchflossenen
Transistors gegen den Basisbahnwiderstand des vom
Sekundiérstrom (12) durchflossenen Transistors um einen
Betrag
RolVr N+ 11‘ ‘12
n 1
erhdht, wobei Ur ~ 256 mV die Temperaturspannung ist.
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Stromspiegelschaltung.

Die Erfindung bezieht sich auf eine Stromspiegelschaltung
nach dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1.

Stromspiegelschaltungen, mit deren Hilfe ein Strom erzeugt
wird, der in einem festen Verhdltnis zu einem vorgegebenen
Referenzstrom in einem anderen Stromkreis steht, sind bei-
spiel§¥§}se durch die Literaturstelle "Valve Berichte",
Band ¥&e&¥, Heft 3, Seite 107 bis 114 bekannt. Bei einer
erster bekannten Stromspiegelschaltung sind zwei Tran-
sistoren vorgesehen, von denen Jjeder einem Stromkreis
zugeordnet ist. Die Emitter der Transistoren sind an

ein gemeinsames Bezugspotential angeschlossen, die Basis-

elektroden sind miteinander verbunden. Bei dem vom Referenz-

strom durchflossenen Transistor ist zudem die Basis mit
dem Kollektor wverbunden.

Das Verhd@ltnis der beiden Strtme weicht vom Wert 1 ab
und ist von der Stromverstdrkung der beiden Transistoren
stark abhi@ngig. Eine wesentlich geringere Abhidngigkeit
von der Stromverstidrkung besitzt eine andere bekannte
Stromspiegelschaltung, die noch einen dritten Tran-
sistor enth&@lt, dessen Basis-Emitter-Diode an die Stelle
der direkten Verbindung zwischen der Basis und dem
Kollektor des vom Referenzstrom durchflossenen Tran-
sistors tritt. Der Kollektor des dritten Transistors

ist mit dem Versorgungsspannungsanschlu8 verbunden.

Da iiber dem Emitter des dritten Transistors nur die

sehr kleinen Basisstrdme der beiden anderen Tran-
sistoren flieBen, werden die am Verbindungspunkt wirk-
samen Kapazititen bei einer Anderung des Referenzstroms
nur vergleichsweise langsam umgeladen. Damit folgt

She 1 Fdl/ 17. 8. 1982
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der abhingige Strom einer Anderung des Referenzstroms
ebenfalls nur langsam.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine auf
Anderungen des Referenzstroms rasch resgierende Strom-
spiegelschaltung anzugeben, bei der das Verh&ltnis zwi-
schen dem abhdngigen Strom und dem Referenzstrom nur
wenig durch die Stromverstdrkung der verwendeten Tran-
sistoren beeinfluBt wird. GemiB der Erfiﬁdung wird die-
se Aufgabe durch das Merkmal im kennzeichnenden Teil
des Patentanspruchs 1 gelbdst.

Im folgenden wird die Erfindung anhand eines in der
Zeichnung dargestellten Ausfiihrungsbeispiels n#her be- -
schrieben. Die Stromspiegelschaltung besteht aus zwei
Transistoren T1 und T2. Die Emitter der beiden Tran-
sistoren T1 und T2 sind an ein Bezugspotential GR an-
geschlossen. Der erste Transistor T1 gehért dem Strom-
reis des Referenz- oder Primarstroms I1 an, der
Kollektor des zweiten Transistors T2 bildet die hoch-
ohmige Quelle (bzw. Senke) fiir den abhingigen Strom
oder Sekunddrstrom I2. Die Basis des zweiten Transistors
T2 ist mit dem Kollektor des ersten Transistors T1 ver-
bunden. Von dieser Verbindung ausgehend ist gemdf der

Zeichnung die Basis des ersten Transistors T1 {iber einen
Widerstand R angeschlossen.

Bei gleichen Stromen I1 und I2 ergibt sich mit der
Temperaturspannung UT’~25 mV fir den Widerstand R ein
WertA R =2 UT/I1. Mit diesem Wert wird der EinfluB
der Stromverstirkung eliminiert. Die vollst&ndige
Kompensation des Einflusses der Stromverstdrkung er-

'gibt sich allerdings nur el dem der Dimensionierung

des Widerstands R zugrundegelegten Strom, doch bleibt
der Fehler auch bei Abweichungen von = 10 % vom
Sollwert noch gering.
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In vielen Anwendungsfdllen ist ein vom Wert 1 abweichen-

des Verh&@ltnis der Strom I7 und I2 erwlinscht. Das 1l&dBt

sich beispielsweise durch eine unterschiedliche Bemessung
der Emitter der beiden Transistoren oder durch die Parallel-
schaltung mehrerer, bereits vorgegebener Einzeltransistoren
erreichen. Fir den Wert des Widerstands R gilt damn

U
AR oI . Il+12

I In

Der Widerstand R kann entsprechend der Darstellung in der
Zeichnung als diskreter Widerstand realisiert werden. In
integrierter Schaltungsausfiihrung ist es Jjedoch glinstiger,
den Widerstand R als Differenz A R der Basisbahnwiderstén-
de der Transistoren herzustellen. Zu diesem Zweck wird der
Abstand zwischen der Basiskohtaktierung und der Emitter-

kontaktierung des Transistors T1 gréBer als der entsprechen-
de Abstand beim Transistor T2 gemacht.

Bei einem Referenzstrom I1 = I2 = 1 mA muB die Differenz
der Basisbahnwiderstidnde AR = 50 Ohm betragen. Unter
Zugrundelegung einer modernen Herstellungstechnologie

ergibt sich daraus beispielsweise eine Verldngerung des
Transistors T1 von ungefdhr 0,5 Jum.

3 Patentanspriiche
1 FIGUR
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1. Stromspiegelschaltung zur Erzeugung eines in einem
festen Verhdltnis zu einem vorgegebenen Referenzstrom
I1 in einem ersten Stromkreis stehenden abhZngigen
Strom I2 in einem zweiten Stromkreis, .mit einem dem
5 ersten Stromkreis angehSrenden ersten Transistor, des-

sen Emitter an einem festen Bezugspotential liegt
und dessen Basis mit dem Kollektor verbunden ist, mit
einem zweiten Transistor, dessen Emitter gleichfalls
an dem festen Bezugspotential liegt, dessen Basis

10 mit der Basis bzw. mit dem Kollektor des ersten Tran-
sistors verbunden ist und dessen Kollektorstrom gleich
dem abhdngigen Strom I2 ist, d adurch g e -
kennzeichnet, da der Basisbahnwiderstand
des ersten Transistors (T1) gegeniiber dem Basisbahn-

15 widerstand des zweiten Transistors (T2) bei sonst un-
verdnderter Ausbildung der Transistoren um einen Wert

U
aRe o+ L1312 vergrogert ist, wobei Uy die

T
Temperaturspannung ist.

20
2. Stromspiegelschaltung nach Anspruch 1, d adurch

gekennzeilchnet, daB der Differenzbetrag
(AR) der Basisbahnwiderstinde durch unterschiedliche
Abstinde zwischen den Basiskontaktierungen und den

25 Emitterkontaktierungen der Transistoren (T1, T2) er-
zeugt wird.

3. Stromspiegelschaltung nach Anspruch 1, d adurch
gekennzeichnett, daB der Differenzbetrag

30 der Basisbahnwiderstidnde als diskreter Widerstand (R)
realisiert ist.
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